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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１５５４—１９９５《硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５５４—１９９５相比，主要有如下变化：

———增加了“本方法也适用于硅单晶片”；

———增加了“术语和定义”、“干扰因素”章；

———第４章最后一句将“用肉眼和金相显微镜进行观察”修改为“用目视法结合金相显微镜进行

观察”；

———将原标准中“表１四种常用化学抛光液配方”删除，对化学抛光液配比进行了修改，删除了乙酸

配方；并将各种试剂和材料的含量修改为等级；增加了重量比分别为５０％ＣｒＯ３ 和１０％ＣｒＯ３

标准溶液的配比；增加了晶体缺陷显示常用的腐蚀剂对比表；依据ＳＥＭＩＭＦ１８０９０７０４增加

了几种国际上常用的无铬、含铬腐蚀溶液的配方、应用及适用性的分类对比表；

———第９章将原ＧＢ／Ｔ１５５４—１９９５中“（１１１）面缺陷显示”中电阻率不小于０．２Ω·ｃｍ的试样腐

蚀时间改为了１０ｍｉｎ～１５ｍｉｎ；“（１００）面缺陷显示”中电阻率不小于０．２Ω·ｃｍ的试样和电

阻率小于０．２Ω·ｃｍ的试样腐蚀时间全部改为１０ｍｉｎ～１５ｍｉｎ；增加了（１１０）面缺陷显示；增

加了对重掺试样的缺陷显示；在缺陷观测的测点选取中增加了“米”字型测量方法。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会提出。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会归口。

本标准起草单位：峨嵋半导体材料厂。

本标准主要起草人：何兰英、王炎、张辉坚、刘阳。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１５５４—１９７９、ＧＢ／Ｔ１５５４—１９９５。

———ＧＢ４０５７—１９８３。
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硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法

１　范围

本标准规定了用择优腐蚀技术检验硅晶体完整性的方法。

本标准适用于晶向为〈１１１〉、〈１００〉或〈１１０〉、电阻率为１０－３ Ω·ｃｍ～１０
４
Ω·ｃｍ、位错密度在

０ｃｍ－２～１０
５ｃｍ－２之间的硅单晶锭或硅片中原生缺陷的检验。

本方法也适用于硅单晶片。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１４２６４　半导体材料术语

ＹＳ／Ｔ２０９　硅材料原生缺陷图谱

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１４２６４中规定的术语和定义适用于本标准。

４　方法原理

本方法利用化学择优腐蚀显示结晶缺陷。试样经择优腐蚀液腐蚀，在有缺陷的位置被腐蚀成浅坑

或丘，在宏观上可能组成一定的图形，在微观上呈现为分立的腐蚀坑或丘。采用目视法结合金相显微镜

进行观察。

５　干扰因素

５．１　腐蚀液放置时间过长，有挥发、沉淀物现象出现，影响腐蚀效果。

５．２　腐蚀时腐蚀时间过短、位错特征不明显；腐蚀时间过长、腐蚀蚀坑易扩大，表面就粗糙，背景就不清

晰，特征就不明显，位错也不易观察。

５．３　腐蚀时腐蚀温度高，反应速度就快了，反应物易附在试样表面影响缺陷的观察。

５．４　腐蚀时，试样的摆放方式对结果的观察也有一定的影响，如果腐蚀时试样竖放在耐氢氟酸容器内，

则可能会在试样表面产生腐蚀槽，影响缺陷的观察。

６　试剂和材料

６．１　三氧化铬，化学纯。

６．２　氢氟酸，化学纯。

６．３　硝酸，化学纯。

６．４　乙酸，化学纯。

６．５　纯水，电阻率大于１０ＭΩ·ｃｍ（２５℃）。

６．６　化学腐蚀抛光液配比：ＨＦ∶ＨＮＯ３＝１∶（３～５）（体积比）。

６．７　铬酸溶液Ａ：称取５００ｇ三氧化铬于烧杯中，用水完全溶解后，移入１０００ｍＬ容量瓶中，用水稀释

至刻度，混匀。
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